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n-MOS

o n—gerdar MOS sméri er myndadur & p—leidandi undirlag

e Lind- og svelgsvaedin eru myndud med pvi ad breyta leidnigerd
grunnra svaeda vid yfirbordid i n—Ileioni

e Punn og pykk kisiloxidlog & yfirbordinu mynda géttaroxio
smérans og einagra eitt tol fra 6dru

e Punn hud ur fjolkristélludoum kisli myndar gatt smarans
o Al er notad sem snerta vid lind og svelg

e Tengi milli téla eru gerd med 16gum ur fjélkristolludum kisli og

malmi
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amleidsla smarasa
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\o Framleidsla 6rofa smarasa /

/n-MOS R

o Grunngerd n—rasar sviossmara n—MOS
(e. metal-oxide-semiconductor)(NMOS), 16drétt bversnid sméarans

e Samsett mynd af peim grimum sem eru notadar vid framleidslu

\ smarans /




/ Tviskeyttir smarar \

e I tviskeyttum smara skiptast & n— og p—leidandi 16g myndud
valkveemt { p—leidandi undirlag

e Kisiloxid er notad sem einangrari og al { snertur vid eimi, beini og

gleypi J

/ Framleidsla smarasa \

e Kisiloxid ma mynda med bvi ad hita kisilskifu { stirefnisumhverfi
upp 1 hatt hitastig (1000 — 1200 °C). Petta ferli er nefnt oxun

e MaAlmi m4 hiida med uppgufun, p.e. hita malm upp fyrir
breedslumark sitt 1 loffteemi

e Dunnar kisinnitrid- og kisiloxidhudir sem og hiidir ar
fjolkristolludum kisli ma mynda med bvi ad fella ut (e. deposit)
efni ar gasblondu 4 skifuna (CVD)

e MAalmum og einangrurum ma htda med spaetun

e Grunn n— eda p—leidandi 16g eru myndud med héhitasveimi
(1000 — 1200 °C) rafgjafa- eda rafpegaibotar eda med

\ jonaigraedslu (e. ion implantation)
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Framleidsla smarasa

e Slik mannvirki eru byggd med fjolda endurtekinna
framleidsluferla:

— oxun (e. oxidation)
— photolithography
— eeting (e. etching)
— sveim (e. diffusion)

— evaporation og spaetun (e. sputtering)

— jonaigraedslu (e ion implantation)

— lagvexti (e. epitaxy)
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— efnautfellingu tr gasfasa (e. chemical vapor deposition (CVD))
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o I jonaigraedslu er skotid & skifuna héorku jafgjafa- eda

amleidsla smarasa

rafpegajonum med haspennu agnahradli

e Til ad byggja tol og rasir verdur ad mynda n— og p—svaedi
valkvaemt i yfirbord skifunnar

e Kisiloxio, kisilnitrio, fjolkristalladan kisil, sem og oénnur efni ma
nota til ad skyla sveedum & yfirbordi skifunnar vio ibét med

sveimi eda jonaigraedslu

rafgasi

e Gluggamynstrio er flutt 4 yfirbord skifunnar fra grimum med

lj6steekni

e Gluggar eru myndadir i skuggaefnio med setingu med syrum eda
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/Framleiésla smarasa \ /n—MOS ferli \

e Upphaflega er reektadur & skifuna punnur oxio-pudi ur kisiloxidi
til verndar yfirbordi skifunnar

e Dvi naest er reektud kisilnitrio hiid med efnautfellingu vio lagan
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brysting (e. Low-pressure chemical vapor deposition (LPCVD))

e Grima # 1 skilgreinir sveedio par sem smarinn er byggdur

e Grimurnar eru einnig framleiddar med ljosmyndateekni o Nitrfd/oxid samlokan er ztt { burtu nema par sem byggja 4

smarann
e Photolithography innifelur framleidslu grima og flutning a

mynstri yfir & yfirbord skffu e P4 er bor skotio inn med jonahradli og oxun er framkveemd.

) ) ) o ) Nitrid er grima fyrir hvorutveggja borigraeoluna og oxunina
e Photolithography gegnir lykilhlutverki vid framleidslu smérasa og

fjoldi grima er gjarnan notadur sem meelikvardi & hve flokio e Degar nitridid og oxid-ptdinn hafa verid fjarleegd er recktad nytt
k framleidsluferlio er J \ oxidlag, sem verdur gattaroxio smarans J
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/n-MOS ferli \ / ) \
n-MOS ferli

e Eftir ad gattaroxioid er komid er gjarnan fylgt eftir med

bérigraedslu til ad stilla af proskuldsspennuna e Di er aftur racktad oxid lag og snertur skilgreindar med pridju

grimunni
e Dessu naest er fjolkristalladur kisill lagour yfir alla skifuna med

efnagufudgraedslu e Malmi er ba hudad yfir yfirbord skifunnar med uppgufun eda

. Spaetun
e Onnur griman skilgreinir gattarsveedi smarans og fjolkristalladi

kisillinn er settur { burtu alls stadar nema yfir gattarsvaedinu og e Fjorda griman skilgreinir hvernig millitengin eru ztt { malminn

bar sem eiga ad koma millitengi e Passivation lag af phosphosilicate gleri er pa lagt yfir alla skifuna
e Dessu neest eru lindar- og svelgsvaedin fgraedd { gegnum punna e Fimmta griman skilgreinir svo glugga par sem tengivirar na til
oxiolagio flogunnar
e Pa ma stilla af dyptina & lindar- og svelgsvaeounum med hahita e Deir tengja smarann vid tengiflot
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/0-MOS ferli
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n-MOS ferli

e Detta einfalda ferli parf 5 grimur
e Ferlid er fradrattarferli (e. subtractive process)

e Allt yfirbord skifunnar er pakid med tilteknu efni og mest af
efninu er fjarleegt med votri efnasetingu eda rafgasaetingu

N
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n-MOS ferli
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/CMOS ferli \
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Til a0 mynda CMOS barf ad baeta vid grimu sem skilgreinir
p—brunn sem verdur undirlag n—résar tols

Ad auki par sidan grimu til ad skilgreina lindar- of svelgsveedi

p—rasar smarans

AJ auki kann ad vera porf 4 grimum pegar proskuldsspenna
smaranna er stillt af

k. Stundum er gerdur n—brunnur i stad p—brunns J
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/CMOS ferli \

e D4 er yfirbordid oxad aftur

e Pridja griman opnar glugga i oxidlagio til ad mynda p-leidandi
beini med sveimi

e Gjarnan er yfirbordid oxad jafnframt sveiminu

e Grima fjogur er pa notuod til ad skilgreina glugga til ad mynda
megi eimi med sveimi

e Med sama sveimferli er myndad n sveedi 1 gleypi pannig ad
mynda megi g6d ohmsk skeyti pegar malmur er tengdur
hélfleidaranum

e Grimur 5, 6 og 7 eru notadar til ad skilgreina méalmlagio og opna
glugga fyrir passivation lag

/ Tviskeyttur smari \

\o Grunnferlio til a0 mynda tviskeyttann smara parf pvi 7 grimur /
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/ Tviskeyttur smari \

e Floknara er a0 framleida tviskeyttan smara en einrdsar MOS
smara

e Fyrst er skifa ar p—leidandi kisli oxud

e Fyrsta griman er notud til a0 skilgreina sveimsvaedi sem nefna mé
grafid lag (e. buried layer) eda undirgleypi (e. subcollector)

e Med bessu sveimferli er viondm gleypis tviskeytta smérans laekkad

e Dessu naest er racktadur 4 alla skifuna, med lagvexti, n—leidandi
einkristallur. Med lagvexti er recktad hagaeda kisillag sem hefur
somu kristallagerd og undirlagid

e D& er yfirbordio oxad

e Grima # 2 skilgreinir glugga fyrir p-sveim, sem einangrar einn
\ tviskeyttan smara fra 6orum
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/ Tviskeyttur smari \
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iskeyttur smari

Thenmal oxidation Ernitter mask Mask #4
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Antimony diffusion
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Gattar oxi0 er oftast varmaoxio

e Rafsvarar eru notadir sem einangrar 4 milli leidara, og sem

grimur fyrir sveim og jonaigraeoslu

Fjolkristalladur kisill er notadur sem gétt, og leidari i fjdllaga
tengjum

o Malmhudir eins og al og silikot eru notad i lagvidnams millitengi,

/Punnar haoir \

K ohmskar snertur eda afridandi Schottky skeyti /
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/Punnar hhoir \

s
e

e Pad er notadur p6 nokkur fjoldi af punnum hadum
— varmaoxio
— rafsvarar

fjolkristalladur kisill

malmhuaodir

e Myndin synir pversnid af deemigerdum n—rasar MOSFET bar
\ sem bessar fjérar mismunadi hadir koma fyrir /
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A0 lokum

e Eftir ad ferlinu til ad mynda MOS eda tviskeytta smara er lokio,
er sérhver flaga & skifunni profud

e Dar flogur sem eru i lagi eru tengdar og peim pakkad fyrir

lokaprof, sélu og notkun

/
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